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水素は、化石燃料に変わる新たなエネルギー供給源として重要であるが、その貯蔵・運

搬方法が大きな課題となっている。近年、Si ナノ粒子を水と反応させることによるオンサ

イトでの水素供給が提案されているが、Si ナノ粒子の作製には、SiH4ガスのレーザー熱分

解法などの高コストな方法が用いられている。我々は、Si ウェーハの製造過程で排出・廃

棄されているSi切粉を原料に作製したSiナノ粒子を用いて高効率の水素ガス発生が可能で

あることを見出した。 

 p 型 Si 切粉を ZrO2ビーズを用いたビーズミル

で粉砕後、フッ化水素酸(HF)に浸漬した。作製し

た Si ナノ粒子を pH12～14 の水酸化カリウム

(KOH)水溶液と反応させて生成した水素ガス発

生量を、反応時間に対してプロットした(図 1)。

pH13.9のKOH水溶液を用いると Siナノ粒子 1g

当たり 1100mlの水素を生成できた。Siナノ粒子

1g あたり、10 分という短時間で約 1000ml の水

素を発生した。この水素発生速度は、窒化タンタ

ルを光触媒として用いて発生する水素発生速度の

約 150 倍と極めて大きい。反応後の XPS スペク

トルを図 2に示す。シリコンと SiO2に帰属する 2

本の Si2p ピークが観測された。これらのピーク

の強度比より、反応後の Siナノ粒子表面に～5nm

の SiO2膜が形成されたと結論した。この SiO2膜

をHF水溶液で除去した後に再びpH13.9のKOH

水溶液に浸漬すれば、さらに Si1g 当たり 470ml

の水素ガスが発生し、理論限界の約 80%の水素発

生を達成できた。 

 

図.1 Siナノ粒子からの水素発生量 

の pH依存性 

図.2 反応後の Si ナノ粒子の XPS 

Si2p ピーク 

第 61 回応用物理学会春季学術講演会　講演予稿集（2014 春　青山学院大学）

Ⓒ 2014 年　応用物理学会

19p-D9-8

13-033


